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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　基板と、
　前記基板上に形成されており、傾斜側壁を有する光経路案内膜と、
　前記基板および光経路案内膜上に形成されている有機発光ダイオードと、
　前記有機発光ダイオード上に形成されており、前記傾斜側壁に対応する位置に形成され
ている位相遷移層と、を含むことを特徴とする有機発光表示装置。
【請求項２】
　前記位相遷移層は、位相遷移膜と、前記位相遷移膜上に形成されている半透過膜とを含
むことを特徴とする請求項１に記載の有機発光表示装置。
【請求項３】
　前記有機発光ダイオードは、
　前記基板および光経路案内膜上に形成されている第１電極と、
　前記光経路案内膜上に形成されており、前記第１電極の周縁を覆っている画素定義膜と
、
　前記第１電極上に形成されている有機発光部材と、
　前記有機発光部材上に形成されている第２電極と、を含むことを特徴とする請求項１ま
たは２に記載の有機発光表示装置。
【請求項４】
　前記第２電極は、前記光経路案内膜の前記傾斜側壁に対応する位置に形成されている側
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壁第２電極を含み、
　前記位相遷移層は、前記側壁第２電極上に形成されていることを特徴とする請求項３に
記載の有機発光表示装置。
【請求項５】
　前記位相遷移層は、傾斜して位置していることを特徴とする請求項４に記載の有機発光
表示装置。
【請求項６】
　前記第１電極は、前記光経路案内膜の前記傾斜側壁上に形成されている側壁第１電極を
含み、
　前記側壁第１電極は、前記位相遷移層に対向していることを特徴とする請求項４または
５に記載の有機発光表示装置。
【請求項７】
　前記第１電極は、反射電極であることを特徴とする請求項３～６のいずれか１項に記載
の有機発光表示装置。
【請求項８】
　前記位相遷移層の長さは、前記側壁第２電極の長さよりも短いことを特徴とする請求項
４～６のいずれか１項に記載の有機発光表示装置。
【請求項９】
　基板と、
　前記基板上に形成されており、傾斜側壁を有する光経路案内膜と、
　前記光経路案内膜の前記傾斜側壁上に形成されている位相遷移層と、
　前記基板および光経路案内膜上に形成されている有機発光ダイオードと、を含み、前記
位相遷移層は、前記傾斜側壁上に形成されている半透過膜と、前記半透過膜上に形成され
ている位相遷移膜とを含むことを特徴とする有機発光表示装置。
【請求項１０】
　前記有機発光ダイオードは、
　前記光経路案内膜上に形成されている第１電極と、
　前記光経路案内膜上に形成されており、前記第１電極の周縁を覆っている画素定義膜と
、
　前記第１電極上に形成されている有機発光部材と、
　前記有機発光部材上に形成されている第２電極と、を含むことを特徴とする請求項９に
記載の有機発光表示装置。
【請求項１１】
　前記位相遷移層は、傾斜して位置していることを特徴とする請求項１０に記載の有機発
光表示装置。
【請求項１２】
　前記第２電極は、前記光経路案内膜の前記傾斜側壁上に形成されている側壁第２電極を
含み、
　前記側壁第２電極は、前記位相遷移層に対向していることを特徴とする請求項１１に記
載の有機発光表示装置。
【請求項１３】
　前記第２電極は、反射電極であることを特徴とする請求項１０～１２のいずれか１項に
記載の有機発光表示装置。
【請求項１４】
　前記位相遷移層の長さは、前記傾斜側壁の長さよりも短いことを特徴とする請求項９～
１３のいずれか１項に記載の有機発光表示装置。
【請求項１５】
　基板と、
　前記基板上に形成されている駆動配線と、
　前記駆動配線上に形成されているカラーフィルタと、



(3) JP 6381878 B2 2018.8.29

10

20

30

40

50

　前記カラーフィルタ上に位置し、傾斜側壁を有する光経路案内膜と、
　前記カラーフィルタと前記光経路案内膜上に形成されている有機発光ダイオードと、を
含み、
　前記駆動配線の下には位相遷移層が形成され、
　前記位相遷移層は、駆動配線の下に形成されている位相遷移膜と、前記位相遷移膜の下
に形成されている半透過膜とを含むことを特徴とする有機発光表示装置。
【請求項１６】
　前記有機発光ダイオードは、
　前記光経路案内膜上に形成されている第１電極と、
　前記光経路案内膜上に形成されており、前記第１電極の周縁を覆っている画素定義膜と
、
　前記第１電極上に形成されている有機発光部材と、
　前記有機発光部材上に形成されている第２電極と、を含むことを特徴とする請求項１５
に記載の有機発光表示装置。
【請求項１７】
　前記第２電極は、前記光経路案内膜上に形成されている側壁第２電極を含み、
　前記第２電極は、反射電極であることを特徴とする請求項１６に記載の有機発光表示装
置。
【請求項１８】
　前記駆動配線は、スイッチング薄膜トランジスタと、駆動薄膜トランジスタとを含むこ
とを特徴とする請求項１６、１７のいずれか１項に記載の有機発光表示装置。

                                                                            
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、有機発光表示装置に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　有機発光表示装置は、正孔注入電極のアノードと、有機発光層と、電子注入電極のカソ
ードとから構成される有機発光素子を含む。それぞれの有機発光素子は、有機発光層の内
部で電子と正孔が結合して生成された励起子（ｅｘｃｉｔｏｎ）が励起状態から基底状態
に落ちる時に発生するエネルギーによって発光し、このような発光を利用して有機発光表
示装置が所定の映像を表示する。
【０００３】
　このような有機発光表示装置の有機発光層で発生した光は、アノード、カソードまたは
薄膜トランジスタなどの駆動配線で部分的にまたは全体的に反射するため、外部に取り出
される光の効率が低減される。これを改善するために、有機層の厚さを調整して光の補強
干渉が生じるようにすることで、光効率を増加させる共振構造が形成された。しかし、こ
のような共振構造を有する有機発光表示装置は、光効率が増加するものの、側面における
カラーシフト（ｃｏｌｏｒ　ｓｈｉｆｔ）により視認性が低下する問題が発生した。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】韓国公開特許第１０－２０１３－０００７４２１号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　本発明は、光効率を増加させると同時に、外光反射率を低減することができる有機発光
表示装置を提供しようとする。
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【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明の一実施形態にかかる有機発光表示装置は、基板と、前記基板上に形成されてお
り、傾斜側壁を有する光経路案内膜と、前記基板および光経路案内膜上に形成されている
有機発光ダイオードと、前記有機発光ダイオード上に形成されており、前記傾斜側壁に対
応する位置に形成されている位相遷移層とを含むことができる。
【０００７】
　前記位相遷移層は、位相遷移膜と、前記位相遷移膜上に形成されている半透過膜とを含
むことができる。
【０００８】
　前記有機発光ダイオードは、前記基板および光経路案内膜上に形成されている第１電極
と、前記光経路案内膜上に形成されており、前記第１電極の周縁を覆っている画素定義膜
と、前記第１電極上に形成されている有機発光部材と、前記有機発光部材上に形成されて
いる第２電極とを含むことができる。
【０００９】
　前記第２電極は、前記光経路案内膜の前記傾斜側壁に対応する位置に形成されている側
壁第２電極を含み、前記位相遷移層は、前記側壁第２電極上に形成されていてもよい。
【００１０】
　前記位相遷移層は、傾斜して位置していてもよい。
【００１１】
　前記第１電極は、前記光経路案内膜の前記傾斜側壁上に形成されている側壁第１電極を
含み、前記側壁第１電極は、前記位相遷移層に対向していてもよい。
【００１２】
　前記第１電極は、反射電極であり得る。
【００１３】
　前記位相遷移層の長さは、前記側壁第２電極の長さよりも短くてもよい。
【００１４】
　また、本発明の他の実施形態にかかる有機発光表示装置は、基板と、前記基板上に形成
されており、傾斜側壁を有する光経路案内膜と、前記光経路案内膜の前記傾斜側壁上に形
成されている位相遷移層と、前記基板および光経路案内膜上に形成されている有機発光ダ
イオードとを含むことができる。
【００１５】
　前記位相遷移層は、前記傾斜側壁上に形成されている半透過膜と、前記半透過膜上に形
成されている位相遷移膜とを含むことができる。
【００１６】
　前記有機発光ダイオードは、前記光経路案内膜上に形成されている第１電極と、前記光
経路案内膜上に形成されており、前記第１電極の周縁を覆っている画素定義膜と、前記第
１電極上に形成されている有機発光部材と、前記有機発光部材上に形成されている第２電
極とを含むことができる。
【００１７】
　前記位相遷移層は、傾斜して位置していてもよい。
【００１８】
　前記第２電極は、前記光経路案内膜の前記傾斜側壁上に形成されている側壁第２電極を
含み、前記側壁第２電極は、前記位相遷移層に対向していてもよい。
【００１９】
　前記第２電極は、反射電極であり得る。
【００２０】
　前記位相遷移層の長さは、前記傾斜側壁の長さよりも短くてもよい。
【００２１】
　さらに、本発明の他の実施形態にかかる有機発光表示装置は、基板と、前記基板上に形
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成されている駆動配線と、前記駆動配線上に形成されているカラーフィルタと、前記カラ
ーフィルタ上に形成されている有機発光ダイオードとを含み、前記駆動配線の下には位相
遷移層が形成されていることができる。
【００２２】
　前記位相遷移層は、駆動配線の下に形成されている位相遷移膜と、前記位相遷移膜の下
に形成されている半透過膜とを含むことができる。
【００２３】
　前記カラーフィルタと前記有機発光ダイオードとの間に形成されており、傾斜側壁を有
する光経路案内膜をさらに含み、前記有機発光ダイオードは、前記光経路案内膜上に形成
されている第１電極と、前記光経路案内膜上に形成されており、前記第１電極の周縁を覆
っている画素定義膜と、前記第１電極上に形成されている有機発光部材と、前記有機発光
部材上に形成されている第２電極とを含むことができる。
【００２４】
　前記第２電極は、前記光経路案内膜上に形成されている側壁第２電極を含み、前記第２
電極は、反射電極であり得る。
【００２５】
　前記駆動配線は、スイッチング薄膜トランジスタと、駆動薄膜トランジスタとを含むこ
とができる。
【発明の効果】
【００２６】
　本発明の一実施形態にかかる有機発光表示装置によれば、傾斜側壁を有する光経路案内
膜を形成することにより、有機発光部材で発生した光を全反射させて光効率を増加させる
ことができる。
【００２７】
　また、光経路案内膜に位相遷移層を形成することにより、光経路案内膜によって高くな
った外光反射率を最少化することができる。
【００２８】
　さらに、背面発光構造の有機発光表示装置によれば、駆動配線の下に位相遷移層を形成
することにより、駆動配線による外光反射を除去することができる。
【００２９】
　なお、背面発光構造の有機発光表示装置によれば、駆動配線の下に位相遷移層を形成し
、共振構造の有機発光部材およびカラーフィルタを形成することにより、外光を遮断する
ことができ、外光遮断のための別の偏光板を用いなくてもよいので、製造費用を節減する
ことができる。
【図面の簡単な説明】
【００３０】
【図１】本発明の第１実施形態にかかる有機発光表示装置の１画素の等価回路図である。
【図２】本発明の第１実施形態にかかる有機発光表示装置の断面図である。
【図３】本発明の第１実施形態にかかる有機発光表示装置の位相遷移層の外光の相殺作用
を説明した図である。
【図４】本発明の第２実施形態にかかる有機発光表示装置の断面図である。
【図５】本発明の第３実施形態にかかる有機発光表示装置の断面図である。
【図６】本発明の第４実施形態にかかる有機発光表示装置の断面図である。
【図７】本発明の第５実施形態にかかる有機発光表示装置の断面図である。
【発明を実施するための形態】
【００３１】
　以下、添付した図面を参考にして、本発明の実施形態について、本発明の属する技術分
野における通常の知識を有する者が容易に実施できるように詳細に説明する。本発明は、
種々の異なる形態で実現可能であり、ここで説明する実施形態に限定されない。
【００３２】
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　本発明を明確に説明するために説明上不必要な部分は省略し、明細書全体にわたって同
一または類似の構成要素については同一の参照符号を付す。
【００３３】
　また、図面に示された各構成の大きさおよび厚さは、説明の便宜のために任意に示した
ので、本発明が必ずしも図示のものに限定されない。
【００３４】
　図面において、様々な層および領域を明確に表現するために厚さを拡大して示した。そ
して、図面において、説明の便宜のために、一部の層および領域の厚さを誇張して示した
。層、膜、領域、板などの部材が他の部材「の上に」または「上に」あるとする時、これ
は、他の部材の「直上に」ある場合のみならず、その中間にさらに他の部材がある場合も
含む。
【００３５】
　また、明細書全体において、ある部材がある構成要素を「含む」とする時、これは、特
に反対となる記載がない限り、他の構成要素を除外するものではなく、他の構成要素をさ
らに包含できることを意味する。なお、明細書全体において、「～上に」とは、対象部分
の上または下に位置することを意味するものであり、必ずしも重力方向を基準として上側
に位置することを意味するものではない。
【００３６】
　さらに、添付図面においては、１つの画素に２つの薄膜トランジスタ（ｔｈｉｎ　ｆｉ
ｌｍ　ｔｒａｎｓｉｓｔｏｒ、ＴＦＴ）と１つのキャパシタ（ｃａｐａｃｉｔｏｒ）とを
備える２Ｔｒ１Ｃａｐ構造のアクティブ駆動（ａｃｔｉｖｅ　ｍａｔｒｉｘ、ＡＭ）型有
機発光表示装置を示しているが、本発明がこれに限定されるものではない。したがって、
有機発光表示装置は、１つの画素に複数の薄膜トランジスタと１つ以上のキャパシタとを
備えることができ、別の配線がさらに形成されたり、既存の配線が省略されたり、多様な
構造を有するように形成することができる。ここで、画素とは、画像を表示する最小単位
をいい、有機発光表示装置は、複数の画素を通じて画像を表示する。
【００３７】
　以下、本発明の第１実施形態にかかる有機発光表示装置について、図１ないし図３を参
照して詳細に説明する。
【００３８】
　図１は、本発明の第１実施形態にかかる有機発光表示装置の１画素の等価回路図である
。
【００３９】
　図１に示すように、本発明の第１実施形態にかかる有機発光表示装置は、複数の信号線
１２１，１７１，１７２と、これらに連結されており、略行列（ｍａｔｒｉｘ）の形態に
配列された複数の画素ＰＸとを含む。
【００４０】
　信号線は、スキャン信号（またはゲート信号）を伝達する複数のスキャン線１２１と、
データ信号を伝達する複数のデータ線１７１と、駆動電圧ＥＬＶＤＤを伝達する複数の駆
動電圧線１７２とを含む。スキャン線１２１は、略行方向に伸びており、互いにほぼ平行
であり、データ線１７１および駆動電圧線１７２は、略列方向に伸びており、互いにほぼ
平行である。各画素ＰＸは、スイッチング薄膜トランジスタ（ｓｗｉｔｃｈｉｎｇ　ｔｈ
ｉｎ　ｆｉｌｍ　ｔｒａｎｓｉｓｔｏｒ）Ｔ１と、駆動薄膜トランジスタ（ｄｒｉｖｉｎ
ｇ　ｔｈｉｎ　ｆｉｌｍ　ｔｒａｎｓｉｓｔｏｒ）Ｔ２と、ストレージキャパシタ（ｓｔ
ｏｒａｇｅ　ｃａｐａｃｉｔｏｒ）Ｃｓｔと、有機発光ダイオード（ｏｒｇａｎｉｃ　ｌ
ｉｇｈｔ　ｅｍｉｔｔｉｎｇ　ｄｉｏｄｅ）ＯＬＥＤと、を含む。
【００４１】
　スイッチング薄膜トランジスタＴ１は、制御端子、入力端子および出力端子を有するが
、制御端子はスキャン線１２１に連結されており、入力端子はデータ線１７１に連結され
ており、出力端子は駆動薄膜トランジスタＴ２に連結されている。スイッチング薄膜トラ
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ンジスタＴ１は、スキャン線１２１に印加されるスキャン信号に応答して、データ線１７
１に印加されるデータ信号を駆動薄膜トランジスタＴ２に伝達する。
【００４２】
　駆動薄膜トランジスタＴ２も、制御端子、入力端子および出力端子を有するが、制御端
子はスイッチング薄膜トランジスタＴ１に連結されており、入力端子は駆動電圧線１７２
に連結されており、出力端子は有機発光ダイオードＯＬＥＤに連結されている。駆動薄膜
トランジスタＴ２は、制御端子と出力端子との間にかかる電圧に応じてその大きさが変化
する出力電流Ｉｄを流す。
【００４３】
　ストレージキャパシタＣｓｔは、駆動薄膜トランジスタＴ２の制御端子と入力端子との
間に連結されている。このストレージキャパシタＣｓｔは、駆動薄膜トランジスタＴ２の
制御端子に印加されるデータ信号を充電し、スイッチング薄膜トランジスタＴ１がターン
オフ（ｔｕｒｎ　ｏｆｆ）された後にもこれを維持する。
【００４４】
　有機発光ダイオードＯＬＥＤは、駆動薄膜トランジスタＴ２の出力端子に連結されてい
る第１電極（ａｎｏｄｅ）と、共通電圧ＥＬＶＳＳに連結されている第２電極（ｃａｔｈ
ｏｄｅ）と、第１電極および第２電極の間に形成されている有機発光部材とを有する。有
機発光ダイオードＯＬＥＤは、駆動薄膜トランジスタＴ２の出力電流Ｉｄに応じて強さを
異ならせて発光することにより、映像を表示する。
【００４５】
　スイッチング薄膜トランジスタＴ１および駆動薄膜トランジスタＴ２は、ｎチャネル電
界効果トランジスタ（ｆｉｅｌｄ　ｅｆｆｅｃｔ　ｔｒａｎｓｉｓｔｏｒ、ＦＥＴ）また
はｐチャネル電界効果トランジスタであり得る。そして、薄膜トランジスタＴ１，Ｔ２、
ストレージキャパシタＣｓｔおよび有機発光ダイオードＯＬＥＤの連結関係は変化可能で
ある。
【００４６】
　以下、本発明の第１実施形態にかかる有機発光表示装置の構造について、図２および図
３を前述した図１と共に参照して詳細に説明し、駆動薄膜トランジスタＴ２を中心に説明
する。
【００４７】
　図２は、本発明の第１実施形態にかかる有機発光表示装置の断面図であり、図３は、本
発明の第１実施形態にかかる有機発光表示装置の位相遷移層の外光の相殺作用を説明した
図である。
【００４８】
　図２に示すように、本発明の第１実施形態にかかる有機発光表示装置では、基板１１０
上には、バッファ層１２０が形成されている。基板１１０は、ガラス、石英、セラミック
またはプラスチックなどからなる絶縁性基板であり得、バッファ層１２０は、窒化ケイ素
（ＳｉＮｘ）の単一膜、または窒化ケイ素（ＳｉＮｘ）と酸化ケイ素（ＳｉＯ2）とが積
層された二重膜の構造に形成され得る。バッファ層１２０は、不純物または水分のような
不必要な成分の浸透を防止しながら、同時に表面を平坦化する役割を果たす。
【００４９】
　バッファ層１２０上には、駆動半導体層１３５が形成されている。このような駆動半導
体層１３５は、ポリシリコンまたは酸化物半導体からなり得、酸化物半導体は、チタン（
Ｔｉ）、ハフニウム（Ｈｆ）、ジルコニウム（Ｚｒ）、アルミニウム（Ａｌ）、タンタル
（Ｔａ）、ゲルマニウム（Ｇｅ）、亜鉛（Ｚｎ）、ガリウム（Ｇａ）、スズ（Ｓｎ）また
はインジウム（Ｉｎ）を基本とする酸化物、これらの複合酸化物である酸化亜鉛（ＺｎＯ
）、インジウム－ガリウム－亜鉛酸化物（ＩｎＧａＺｎＯ4）、インジウム－亜鉛酸化物
（Ｚｎ－Ｉｎ－Ｏ）、亜鉛－スズ酸化物（Ｚｎ－Ｓｎ－Ｏ）、インジウム－ガリウム酸化
物（Ｉｎ－Ｇａ－Ｏ）、インジウム－スズ酸化物（Ｉｎ－Ｓｎ－Ｏ）、インジウム－ジル
コニウム酸化物（Ｉｎ－Ｚｒ－Ｏ）、インジウム－ジルコニウム－亜鉛酸化物（Ｉｎ－Ｚ
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ｒ－Ｚｎ－Ｏ）、インジウム－ジルコニウム－スズ酸化水（Ｉｎ－Ｚｒ－Ｓｎ－Ｏ）、イ
ンジウム－ジルコニウム－ガリウム酸化物（Ｉｎ－Ｚｒ－Ｇａ－Ｏ）、インジウム－アル
ミニウム酸化物（Ｉｎ－Ａｌ－Ｏ）、インジウム－亜鉛－アルミニウム酸化物（Ｉｎ－Ｚ
ｎ－Ａｌ－Ｏ）、インジウム－スズ－アルミニウム酸化物（Ｉｎ－Ｓｎ－Ａｌ－Ｏ）、イ
ンジウム－アルミニウム－ガリウム酸化物（Ｉｎ－Ａｌ－Ｇａ－Ｏ）、インジウム－タン
タル酸化物（Ｉｎ－Ｔａ－Ｏ）、インジウム－タンタル－亜鉛酸化物（Ｉｎ－Ｔａ－Ｚｎ
－Ｏ）、インジウム－タンタル－スズ酸化物（Ｉｎ－Ｔａ－Ｓｎ－Ｏ）、インジウム－タ
ンタル－ガリウム酸化物（Ｉｎ－Ｔａ－Ｇａ－Ｏ）、インジウム－ゲルマニウム酸化物（
Ｉｎ－Ｇｅ－Ｏ）、インジウム－ゲルマニウム－亜鉛酸化物（Ｉｎ－Ｇｅ－Ｚｎ－Ｏ）、
インジウム－ゲルマニウム－スズ酸化物（Ｉｎ－Ｇｅ－Ｓｎ－Ｏ）、インジウム－ゲルマ
ニウム－ガリウム酸化物（Ｉｎ－Ｇｅ－Ｇａ－Ｏ）、チタン－インジウム－亜鉛酸化水（
Ｔｉ－Ｉｎ－Ｚｎ－Ｏ）、ハフニウム－インジウム－亜鉛酸化物（Ｈｆ－Ｉｎ－Ｚｎ－Ｏ
）のうちのいずれか１つを含むことができる。半導体層１３５が酸化物半導体からなる場
合には、高温などの外部環境に脆弱な酸化物半導体を保護するために別の保護層が追加可
能である。
【００５０】
　駆動半導体層１３５は、不純物がドーピングされないチャネル領域と、チャネル領域の
両側に不純物がドーピングされて形成されたソース領域およびドレイン領域とを含む。こ
こで、このような不純物は、薄膜トランジスタの種類に応じて異なり、Ｎ型不純物または
Ｐ型不純物が可能である。
【００５１】
　駆動半導体層１３５上には、ゲート絶縁膜１４０が形成されている。ゲート絶縁膜１４
０は、窒化ケイ素および酸化ケイ素のうちの少なくとも１つを含む単層または複数層であ
り得る。
【００５２】
　ゲート絶縁膜１４０上には、駆動ゲート電極１２５が形成されている。駆動ゲート電極
１２５上には、層間絶縁膜１６０が形成されている。層間絶縁膜１６０は、ゲート絶縁膜
１４０と同様に、窒化ケイ素または酸化ケイ素などで形成され得る。
【００５３】
　層間絶縁膜１６０上には、駆動ソース電極１７６および駆動ドレイン電極１７７が形成
されている。駆動ソース電極１７６および駆動ドレイン電極１７７はそれぞれ、層間絶縁
膜１６０およびゲート絶縁膜１４０に形成されたコンタクトホールを介して駆動半導体層
１３５に連結される。
【００５４】
　このように、駆動半導体層１３５、駆動ゲート電極１２５、駆動ソース電極１７６およ
び駆動ドレイン電極１７７を含む駆動薄膜トランジスタＴ２が形成される。駆動薄膜トラ
ンジスタＴ２の構成は、前述した例に限定されず、当該技術分野における専門家が容易に
実施できる公知の構成に多様に変形可能である。
【００５５】
　保護膜１８０上には、傾斜側壁９１を有する光経路案内膜９０が形成されている。光経
路案内膜９０は、傾斜側壁９１を境界として複数個に分離されており、光経路案内膜９０
が互いに分離された部分を介して保護膜１８０が露出している。
【００５６】
　露出した保護膜１８０および光経路案内膜９０の上には、第１電極７１０が形成されて
いる。第１電極７１０は、銀（Ａｇ）またはアルミニウム（Ａｌ）などの反射度の高い金
属、またはこれらの合金などの反射電極で作られる。第１電極７１０は、保護膜１８０に
形成されたコンタクトホールを介して駆動薄膜トランジスタＴ２の駆動ドレイン電極１７
７と電気的に連結される。第１電極７１０の大部分は、保護膜１８０上に形成されており
、第１電極７１０のうち、側壁第１電極７１１は、光経路案内膜９０の傾斜側壁９１上に
形成されている。このような側壁第１電極７１１は、反射電極として形成され、傾斜して
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形成されるため、有機発光部材７２０で発生した光が側面に漏れるのを防止し、前面に光
を進行させることにより、光効率を増加させることができる。
【００５７】
　光経路案内膜９０上には、第１電極７１０の周縁を覆う画素定義膜１９０が形成されて
おり、第１電極７１０および画素定義膜１９０の上には、有機発光部材７２０が形成され
ている。画素定義膜１９０は、ポリアクリル系樹脂（ｐｏｌｙａｃｒｙｌａｔｅｓ　ｒｅ
ｓｉｎ）およびポリイミド系樹脂（ｐｏｌｙｉｍｉｄｅｓ　ｒｅｓｉｎ）またはシリカ系
の無機物などで作ることができる。
【００５８】
　有機発光部材７２０は、有機発光層、正孔注入層（ｈｏｌｅ　ｉｎｊｅｃｔｉｏｎ　ｌ
ａｙｅｒ、ＨＩＬ）、正孔輸送層（ｈｏｌｅ　ｔｒａｎｓｐｏｒｔｉｎｇ　ｌａｙｅｒ、
ＨＴＬ）、電子輸送層（ｅｌｅｃｔｒｏｎ　ｔｒａｎｓｐｏｒｔｉｎｇ　ｌａｙｅｒ、Ｅ
ＴＬ）、および電子注入層（ｅｌｅｃｔｒｏｎ　ｉｎｊｅｃｔｉｏｎ　ｌａｙｅｒ、ＥＩ
Ｌ）のうちの１つ以上を含む多重膜で形成され得る。これらすべてを含む場合、正孔注入
層が陽極の第１電極７１０上に配置され、その上に正孔輸送層、有機発光層、電子輸送層
、電子注入層が順に積層される。
【００５９】
　有機発光層は、赤色を発光する赤色有機発光層と、緑色を発光する緑色有機発光層と、
青色を発光する青色有機発光層とを含むことができ、赤色有機発光層、緑色有機発光層お
よび青色有機発光層はそれぞれ、赤色画素、緑色画素および青色画素に形成されてカラー
画像を実現することになる。
【００６０】
　また、有機発光層は、赤色有機発光層、緑色有機発光層および青色有機発光層を赤色画
素、緑色画素および青色画素にすべて共に積層し、画素ごとに赤色カラーフィルタ、緑色
カラーフィルタおよび青色カラーフィルタを形成してカラー画像を実現することができる
。他の例として、白色を発光する白色有機発光層を赤色画素、緑色画素および青色画素の
すべてに形成し、画素ごとにそれぞれ赤色カラーフィルタ、緑色カラーフィルタおよび青
色カラーフィルタを形成してカラー画像を実現することもできる。白色有機発光層とカラ
ーフィルタを用いてカラー画像を実現する場合、赤色有機発光層、緑色有機発光層および
青色有機発光層をそれぞれの個別画素、つまり、赤色画素、緑色画素および青色画素に蒸
着するための蒸着マスクを用いなくてもよい。
【００６１】
　他の例において説明した白色有機発光層は、１つの有機発光層で形成できるのはもちろ
ん、複数の有機発光層を積層して白色を発光できるようにした構成までを含む。例として
、少なくとも１つのイエロー有機発光層と少なくとも１つの青色有機発光層とを組み合わ
せて白色発光を可能とした構成、少なくとも１つのシアン有機発光層と少なくとも１つの
赤色有機発光層とを組み合わせて白色発光を可能とした構成、少なくとも１つのマゼンタ
有機発光層と少なくとも１つの緑色有機発光層とを組み合わせて白色発光を可能とした構
成なども含むことができる。
【００６２】
　有機発光部材７２０上には、第２電極７３０が形成されている。このような第２電極７
３０は、光が透過可能にＩＴＯ（ｉｎｄｉｕｍ　ｔｉｎ　ｏｘｉｄｅ）またはＩＺＯ（ｉ
ｎｄｉｕｍ　ｚｉｎｃ　ｏｘｉｄｅ）などの透明な導電性酸化物などで作られる。したが
って、第１電極７１０、有機発光部材７２０および第２電極７３０を含む有機発光ダイオ
ード７００が形成され、第１電極７１０が反射電極として形成され、第２電極７３０が透
明電極として形成されるため、前面に光が進行する前面発光構造の有機発光表示装置とな
る。
【００６３】
　第２電極７３０のうち、側壁第２電極７３１は、光経路案内膜９０の傾斜側壁９１に対
応する位置に形成されており、側壁第２電極７３１の全領域上に位相遷移層８００が形成
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されている。したがって、位相遷移層８００は、傾斜して位置しており、側壁第１電極７
１１は、位相遷移層８００に対向している。
【００６４】
　図３に示すように、位相遷移層８００は、側壁第２電極７３１上に形成されている位相
遷移膜８１０と、位相遷移膜上に形成されている半透過膜８２０とを含む。位相遷移膜８
１０は、高屈折率を有する無機薄膜層を含み、例としてＡｌｑ3、ＺｎＳｅなどが該当し
、位相遷移膜８１０の厚さと屈折率を調整して位相遷移度を調整することができる。半透
過膜８２０は、無機金属層を含み、例としてＭｇ：Ａｇが該当する。
【００６５】
　外光は半透過膜８２０を通過して入射し、一部は反射し、残りの一部は透過する。透過
した光は反射電極の側壁第１電極７１１で反射し、位相遷移膜８１０で位相が１８０度遷
移する。したがって、半透過膜８２０で反射した外光の一部と、側壁第１電極７１１で反
射して位相が１８０度遷移した外光の残りの一部とは互いに相殺干渉するため、外光は消
滅し、外光反射率は最小化される。
【００６６】
　第２電極７３０上には、有機発光ダイオード７００を保護する密封部材２１０が形成さ
れており、密封部材２１０は、ガラスおよびプラスチックなどのような透明な物質で作ら
れたり、複数の薄膜を含む薄膜封止層として形成されたりし得る。薄膜封止層は、１つ以
上の有機層と、１つ以上の無機層とが交互に積層形成され得る。
【００６７】
　有機層は、高分子で形成され、好ましくは、ポリエチレンテレフタレート、ポリイミド
、ポリカーボネート、エポキシ、ポリエチレンおよびポリアクリレートのうちのいずれか
１つで形成される単一膜または積層膜であり得る。より好ましくは、有機層は、ポリアク
リレートで形成され得、具体的には、ジアクリレート系モノマーとトリアクリレート系モ
ノマーとを含むモノマー組成物が高分子化されたものを含む。モノマー組成物にモノアク
リレート系モノマーがさらに含まれ得る。また、モノマー組成物にＴＰＯのような公知の
光開始剤がさらに含まれ得るが、これに限定されるものではない。
【００６８】
　無機層は、金属酸化物または金属窒化物を含む単一膜または積層膜であり得る。具体的
には、無機層は、ＳｉＮｘ、Ａｌ2Ｏ3、ＳｉＯ2、ＴｉＯ2のうちのいずれか１つを含むこ
とができる。薄膜封止層のうち、外部に露出した最上層は、有機発光素子に対する透湿を
防止するために無機層で形成され得る。
【００６９】
　また、薄膜封止層は、少なくとも２つの無機層の間に少なくとも１つの有機層が挿入さ
れたサンドイッチ構造を少なくとも１つ含むことができる。さらに、薄膜封止層は、少な
くとも２つの有機層の間に少なくとも１つの無機層が挿入されたサンドイッチ構造を少な
くとも１つ含むことができる。
【００７０】
　一方、上記の第１実施形態では、位相遷移層が側壁第２電極の全領域に形成されている
が、位相遷移層が側壁第２電極の一部の領域にのみ形成される第２実施形態も可能である
。
【００７１】
　図４は、本発明の第２実施形態にかかる有機発光表示装置の断面図である。
【００７２】
　図４に示された第２実施形態は、図２に示された第１実施形態と比較して、位相遷移層
の構造だけを除いて実質的に同一であるので、繰り返しの説明は省略する。
【００７３】
　図４に示すように、本発明の第２実施形態にかかる有機発光表示装置では、側壁第２電
極７３１の一部の領域上に位相遷移層８００が形成されている。つまり、位相遷移層８０
０の長さｄ１は、側壁第２電極７３１の長さｄ２より短く形成されている。したがって、
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側壁第２電極７３１の全領域上に位相遷移層８００が形成された第１実施形態に比べて、
光効率を向上させることができる。
【００７４】
　一方、上記の第１実施形態では、前面発光構造の有機発光表示装置に位相遷移層が形成
されているが、背面発光構造の有機発光表示装置に位相遷移層を形成する第３実施形態も
可能である。
【００７５】
　図５は、本発明の第３実施形態にかかる有機発光表示装置の断面図である。
【００７６】
　図５に示された第３実施形態は、図２に示された第１実施形態と比較して、位相遷移層
の形成位置だけを除いて実質的に同一であるので、繰り返しの説明は省略する。
【００７７】
　図５に示すように、本発明の第３実施形態にかかる有機発光表示装置では、保護膜１８
０上には、傾斜側壁９１を有する光経路案内膜９０が形成されている。光経路案内膜９０
は、傾斜側壁９１を境界として複数個に分離されており、光経路案内膜９０が互いに分離
された部分を介して保護膜１８０が露出している。
【００７８】
　光経路案内膜９０上には、第１電極７１０が形成されている。第１電極７１０は、光が
透過可能にＩＴＯ（ｉｎｄｉｕｍ　ｔｉｎ　ｏｘｉｄｅ）またはＩＺＯ（ｉｎｄｉｕｍ　
ｚｉｎｃ　ｏｘｉｄｅ）などの透明な導電性酸化物などで作られる。第１電極７１０は、
保護膜１８０に形成されたコンタクトホールを介して駆動薄膜トランジスタＴ２の駆動ド
レイン電極１７７と電気的に連結される。
【００７９】
　光経路案内膜９０の傾斜側壁９１上には位相遷移層８００が形成されており、傾斜側壁
９１上に位相遷移層８００が位置するため、位相遷移層８００は、傾斜して位置する。こ
のような位相遷移層８００は、傾斜側壁９１の全領域上に形成されてもよく、光効率を向
上させるために傾斜側壁９１の一部の領域上に位相遷移層８００が形成されてもよい。つ
まり、位相遷移層８００の長さｄ１は、傾斜側壁の長さｄ３より短く形成されてもよい。
【００８０】
　位相遷移層８００は、傾斜側壁９１上に形成されている半透過膜８２０と、半透過膜８
２０上に形成されている位相遷移膜８１０とを含む。
【００８１】
　光経路案内膜９０および位相遷移層８００の上には、第１電極７１０の周縁を覆う画素
定義膜１９０が形成されており、画素定義膜１９０上には、有機発光ダイオード７００を
密封するための密封部材２１０との間隔を維持するためにスペーサ３００が形成されてい
る。そして、第１電極７１０、画素定義膜１９０およびスペーサ３００の上には、有機発
光部材７２０が形成されている。
【００８２】
　有機発光部材７２０上には、第２電極７３０が形成されている。このような第２電極７
３０は、銀（Ａｇ）またはアルミニウム（Ａｌ）などの反射度の高い金属、またはこれら
の合金などの反射電極で作られる。したがって、第１電極７１０、有機発光部材７２０お
よび第２電極７３０を含む有機発光ダイオード７００が形成され、第１電極７１０が透明
電極として形成され、第２電極７３０が反射電極として形成されるため、背面に光が進行
する背面発光構造の有機発光表示装置となる。
【００８３】
　第２電極７３０の側壁第２電極７３１は、反射電極として形成され、傾斜して形成され
るため、有機発光部材７２０で発生した光Ｐが側面に漏れるのを防止し、背面に光を進行
させることにより、光効率を増加させることができる。
【００８４】
　側壁第２電極７３１は、位相遷移層８００に対向しており、背面発光構造であるので、
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外光は背面から半透過膜８２０を通過して入射し、一部は反射し、残りの一部は透過する
。透過した光は反射電極の側壁第２電極７３１で反射し、位相遷移膜８１０で位相が１８
０度遷移する。したがって、半透過膜８２０で反射した外光の一部と、側壁第２電極７３
１で反射して位相が１８０度遷移した外光の残りの一部とは互いに相殺干渉するため、外
光は消滅し、外光反射率は最小化される。
【００８５】
　第２電極７３０上には、有機発光ダイオード７００を保護する密封部材２１０が形成さ
れており、密封部材２１０は、ガラスおよびプラスチックなどのような透明な物質で作ら
れたり、複数の薄膜を含む薄膜封止層として形成されたりし得る。
【００８６】
　一方、上記の第３実施形態では、背面発光構造の有機発光表示装置で位相遷移層が光経
路案内膜の傾斜側壁上に形成されているが、背面発光構造の有機発光表示装置で位相遷移
層が駆動配線の下に形成されている第４実施形態も可能である。
【００８７】
　図６は、本発明の第４実施形態にかかる有機発光表示装置の断面図である。
【００８８】
　図６に示された第４実施形態は、図５に示された第３実施形態と比較して、光経路案内
膜がなく、位相遷移層の形成位置が駆動配線の下であることだけを除いて実質的に同一で
あるので、繰り返しの説明は省略する。
【００８９】
　図６に示すように、本発明の第４実施形態にかかる有機発光表示装置では、駆動薄膜ト
ランジスタＴ２およびスイッチング薄膜トランジスタ（図示せず）などの駆動配線と基板
１１０との間に位相遷移層８００が形成されている。位相遷移層８００は、駆動配線Ｔ２
の下に形成されている位相遷移膜８１０と、位相遷移膜８１０の下に形成されている半透
過膜８２０とを含む。
【００９０】
　背面発光構造であるので、外光は背面から半透過膜８２０を通過して入射し、一部は反
射し、残りの一部は透過する。透過した光は反射物質の駆動配線Ｔ２で反射し、位相遷移
膜８１０で位相が１８０度遷移する。したがって、半透過膜８２０で反射した外光の一部
と、駆動配線Ｔ２で反射して位相が１８０度遷移した外光の残りの一部とは互いに相殺干
渉するため、外光は消滅し、外光反射率は最小化される。
【００９１】
　一方、保護膜１８０上にカラーフィルタ４００が形成されており、カラーフィルタ４０
０上にカラーフィルタ４００を保護するための覆い膜５００が形成されている。
【００９２】
　覆い膜５００上には、第１電極７１０が形成されている。第１電極７１０は、光が透過
可能にＩＴＯまたはＩＺＯなどの透明な導電性酸化物などで作られる。
【００９３】
　覆い膜５００上には、第１電極７１０の周縁を覆う画素定義膜１９０が形成されており
、画素定義膜１９０上には、有機発光ダイオード７００を密封するための密封部材２１０
との間隔を維持するためにスペーサ３００が形成されている。そして、第１電極７１０、
画素定義膜１９０およびスペーサ３００の上には有機発光部材７２０が形成されており、
有機発光部材７２０およびスペーサ３００の上に第２電極７３０が形成されている。した
がって、第１電極７１０、有機発光部材７２０および第２電極７３０を含む有機発光ダイ
オード７００が形成される。
【００９４】
　有機発光部材７２０は、有機発光層、正孔注入層（ＨＩＬ）、正孔輸送層（ＨＴＬ）、
電子輸送層（ＥＴＬ）、および電子注入層（ＥＩＬ）のうちの１つ以上を含む多重膜で形
成可能なため、これらの厚さおよび構成物質を調整して共振構造に形成することができる
。共振構造に形成された有機発光部材７２０は、自身の発光する光の波長を吸収すること
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になる。
【００９５】
　有機発光部材７２０を共振構造に形成し、有機発光部材７２０で発光する光の色と同じ
色のカラーフィルタ４００を形成することにより、外部から入射する外光はカラーフィル
タ４００と同じ色の光のみがカラーフィルタ４００を透過し、透過した光は共振構造の有
機発光部材７２０で吸収されるため、外光は消滅する。例えば、青色カラーフィルタを通
過した外光は青色波長の光のみが透過して有機発光部材に入射し、青色の有機発光部材は
、青色波長の光を吸収するため、外光は全部消滅する。
【００９６】
　このように、背面発光構造の有機発光表示装置において、駆動配線の下に位相遷移層８
００を形成し、共振構造の有機発光部材７２０およびカラーフィルタ４００を形成するこ
とにより、外光を効率的に遮断することができ、外光遮断のための別の偏光板を用いなく
てもよいので、製造費用を節減することができる。
【００９７】
　一方、上記の第４実施形態では、背面発光構造の有機発光表示装置で光経路案内膜が形
成されていないが、背面発光構造の有機発光表示装置で光経路案内膜および位相遷移層が
形成されている第５実施形態も可能である。
【００９８】
　図７は、本発明の第５実施形態にかかる有機発光表示装置の断面図である。
【００９９】
　図７に示された第５実施形態は、図６に示された第４実施形態と比較して、光経路案内
膜が形成されたことだけを除いて実質的に同一であるので、繰り返しの説明は省略する。
【０１００】
　図７に示すように、本発明の第５実施形態にかかる有機発光表示装置では、駆動薄膜ト
ランジスタＴ２およびスイッチング薄膜トランジスタ（図示せず）などの駆動配線と基板
１１０との間に位相遷移層８００が形成されている。位相遷移層８００は、駆動配線Ｔ２
の下に形成されている位相遷移膜８１０と、位相遷移膜８１０の下に形成されている半透
過膜８２０とを含む。
【０１０１】
　背面発光構造であるので、外光は背面から半透過膜８２０を通過して入射し、一部は反
射し、残りの一部は透過する。透過した光は反射物質の駆動配線Ｔ２で反射し、位相遷移
膜８１０で位相が１８０度遷移する。したがって、半透過膜８２０で反射した外光の一部
と、駆動配線Ｔ２で反射して位相が１８０度遷移した外光の残りの一部とは互いに相殺干
渉するため、外光は消滅し、外光反射率は最小化される。
【０１０２】
　一方、保護膜１８０上にカラーフィルタ４００が形成されており、カラーフィルタ４０
０上にカラーフィルタ４００を保護するための覆い膜５００が形成されている。覆い膜５
００上には、傾斜側壁９１を有する光経路案内膜９０が形成されている。光経路案内膜９
０上には、第１電極７１０が形成されている。第１電極７１０は、光が透過可能にＩＴＯ
またはＩＺＯなどの透明な導電性酸化物などで作られる。第１電極７１０は、保護膜１８
０に形成されたコンタクトホールを介して駆動薄膜トランジスタＴ２の駆動ドレイン電極
１７７と電気的に連結される。
【０１０３】
　光経路案内膜９０および位相遷移層８００の上には、第１電極７１０の周縁を覆う画素
定義膜１９０が形成されており、画素定義膜１９０上には、有機発光ダイオード７００を
密封するための密封部材２１０との間隔を維持するためにスペーサ３００が形成されてい
る。そして、第１電極７１０、画素定義膜１９０およびスペーサ３００の上には、有機発
光部材７２０が形成されている。
【０１０４】
　有機発光部材７２０上には、第２電極７３０が形成されている。このような第２電極７
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３０は、銀（Ａｇ）またはアルミニウム（Ａｌ）などの反射度の高い金属、またはこれら
の合金などの反射電極で作られる。したがって、第１電極７１０、有機発光部材７２０お
よび第２電極７３０を含む有機発光ダイオード７００が形成され、第１電極７１０が透明
電極として形成され、第２電極７３０が反射電極として形成されるため、背面に光が進行
する背面発光構造の有機発光表示装置となる。
【０１０５】
　第２電極７３０の側壁第２電極７３１は、反射電極として形成され、傾斜して形成され
るため、有機発光部材７２０で発生した光Ｐが側面に漏れるのを防止し、背面に光を進行
させることにより、光効率を増加させることができる。
【０１０６】
　有機発光部材７２０は、有機発光層、正孔注入層（ＨＩＬ）、正孔輸送層（ＨＴＬ）、
電子輸送層（ＥＴＬ）、および電子注入層（ＥＩＬ）のうちの１つ以上を含む多重膜で形
成可能なため、これらの厚さおよび構成物質を調整して共振構造に形成することができる
。共振構造に形成された有機発光部材７２０は、自身の発光する光の波長を吸収すること
になる。
【０１０７】
　有機発光部材７２０を共振構造に形成し、有機発光部材７２０で発光する光の色と同じ
色のカラーフィルタ４００を形成することにより、外部から入射する外光はカラーフィル
タ４００と同じ色の光のみがカラーフィルタ４００を透過し、透過した光は共振構造の有
機発光部材７２０で吸収されるため、外光は消滅する。例えば、青色カラーフィルタを通
過した外光は青色波長の光のみが透過して有機発光部材に入射し、青色の有機発光部材は
、青色波長の光を吸収するため、外光は全部消滅する。
【０１０８】
　このように、背面発光構造の有機発光表示装置において、駆動配線の下に位相遷移層８
００を形成し、共振構造の有機発光部材７２０およびカラーフィルタ４００を形成するこ
とにより、外光を効率的に遮断することができ、外光遮断のための別の偏光板を用いなく
てもよいので、製造費用を節減することができる。
【０１０９】
　以上、本発明の好ましい実施形態について説明したが、本発明は、これに限定されるも
のではなく、特許請求の範囲と発明の詳細な説明および添付した図面の範囲内で多様に変
形して実施可能であり、これも本発明の範囲に属することは当然である。
【符号の説明】
【０１１０】
９０　光経路案内膜、
９１　傾斜側壁、
１１０　基板、
７００　有機発光ダイオード、
７１０　第１電極、
７２０　有機発光部材、
７３０　第２電極、
８００　位相遷移層、
８１０　位相遷移膜、
８２０　半透過膜。
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